DRAM 512 Kbit-Hybridspeicher
8 M 2164

Der Hybridschaltkreis ist ein hochintegrierter dynamischer logie gefertigten U 2164-Chips verwendet. Folgende Betriebs-
Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Er verfligt Uber arten sind mdglich; READ, WRITE, READ-MODIFY-WRITE,
eine Speicherkapazitét von 512 Kbit, die als Speicherblock von PACE-MODE, REFRESH. Das 32polige Hermetikgehduse ge-
64 kByte organisiert ist. Alle Ein- und Ausgdnge sind TTL- wihrleistet hochsten klimatischen und mechanischen Schutz
kompatibel. Als Bauelemente werden die in nMOS-Techno- der Schaltung.
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Abmessungen: (mm)

Erzeugnisnummer: 4585.8-8079.31

Typkurzzeichen: 8580

Betriebsbedingungen Kenngrofien

Betriebsspannung: 5V Betriebsstrom: < 440 mA
H-Eingangsspannung: > 24V Ruhestrom: < 40mA
L-Eingangsspannung: < 08V Zugriffszeit von [RAS aus: < 250 ns
Betriebstemperaturbereich: 0...70°C Zugriffszeit von [CAS aus: < 150 ns
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